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شـود، پـس جريـان مـدار كـه       ها كمتر و كمتر مـي  شوند، مقاومت معادل آن ها باهم موازي مي كليدها، چون مقاومتـ با بسته شدن » 2«گزينه  -1
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باتري را نشان  چنين ولت سنج، اختلاف پتانسيل دو سر دهد. هم تري را نشان مي يابد، پس آمپرسنج عدد بزرگ ، افزايش مياست

Vيابد.  كاهش مي بــاتريVايش پيدا كرده،افز Iو چون  دهد مي rI    ها) (شايگاني) (فصل دوم ـ تركيب مقاومت.  بــاتري  
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  . اند گذاري موارد، سه مورد اول صحيح با جاي
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  ها) تركيب مقاومت (شايگاني) (فصل دوم ـ 

دهد. بنابراين بايد مقاومـت معـادل    ها آمپرسنج جريان كل مدار را نشان مي تر است. در همه گزينه بزرگ Iكمتر باشد، eqRـ هر چه» 1«گزينه - 3
  ها را محاسبه كنيم. همه گزينه
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eqR ا)ه (شايگاني) (فصل دوم ـ تركيب مقاومتدهد.  تري را نشان مي از همه كمتر است. پس آمپرسنج عدد بزرگ» 1«گزينه  

RVپس يابد. ، افزايش ميR3مقاومت توان يابد پس افزايش مي R3ـ با بستن كليد جريان گذرنده از باتري و» 2«گزينه  - 4
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  توان در مدار)ـ  فصل دوم(شايگاني) (

يدان از آن خارج است چون خطوط م Nقطب  xتر است و  ) بيشتر است پس قوي2رباي ( حول آهن مغناطيسي ـ تراكم خطوط ميدان» 1«گزينه - 5
  (شايگاني) (فصل سوم ـ ميدان مغناطيسي)اند.  شده

mذره از  ـ چون شتاب» 4«گزينه - 6
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بالا باشد، يعنـي طبـق   ايد نيروي ميدان مغناطيسي خلاف نيروي گرانشي زمين و رو به است، پس ب كمتر10

  سو يعني به طرف جنوب است. يدان مغناطيسي برونكه بار منفي است م با توجه به اينقاعده دست راست، 
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  (شايگاني) (فصل سوم ـ نيروي وارد بر بار متحرك در ميدان مغناطيسي و الكتريكي)
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  متحرك در ميدان مغناطيسي)وارد بر بار مغناطيسي نيروي فصل سوم ـ (شايگاني) (



qنيروي وارد بر ـ» 2«گزينه - 8 q2   كنيم. را طبق قاعده دست راست رسم ميو1

  

  وارد بر بار متحرك در ميدان مغناطيسي) مغناطيسي نيرويفصل سوم ـ (شايگاني) (
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  وي مغناطيسي وارد بر سيم حامل جريان)(شايگاني) (فصل سوم ـ نير
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  (شايگاني) (فصل سوم ـ نيروي مغناطيسي وارد بر سيم حامل جريان در ميدان مغناطيسي)
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  نيروي مغناطيسي وارد بر سيم حامل جريان)فصل سوم ـ (شايگاني) (

  كنند. هاي خلاف جهت، يكديگر را دفع مي كنند و جريان جهت يكديگر را جذب مي هاي هم ـ جريان» 2«گزينه -12

  
  (فصل سوم ـ نيروي وارد بر سيم حامل جريان) ـ با تغيير)94داخل كشور رياضي سراسري (
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  راست) آثار مغناطيسي سيمفصل سوم ـ (شايگاني) (

  مغناطيسي وارد بر سيم حامل جريان) نيروي(شايگاني) ( است.» 3«اي كه در آن قانون دست راست رعايت شده گزينه  ـ تنها گزينه» 3«گزينه  -14
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  نيروي وارد بر سيم حامل جريان)ـ  فصل سومي) ((شايگانمطابق قانون دست راست به سمت پايين است. BFدقت: جهت 


